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Roll No:-_____________________________  

Sem-V Diploma Exam 2023 (Odd) 

[Time: 3 Hours] (Basic Electrical Engg.) (Theory)  

Power Electronics (2020401-P) 

 

[Max. Marks: 70] 

- All questions are compulsory. (सभी प्रश्न अनिवार्य है|) 

- Marks are mentioned on the right side of each question. (अंक सभी प्रश्न के दाई ओर अंनकत नकर् ेहै|) 

 

Group (A) (ग्रुप -ए) 

Q.1 Choose the most suitable answer from the following options. 

(सर्वाधिक उपर्ुाक्त धर्कल्प को चुनकर धिखें|): - 

 

(1*20=20) 

 

i. Which of the given device is the fastest switching device? (नदए गए निवाइस में से कौि सा सबस ेतेज़ नववन ंग निवाइस ह?ै) 

(a) MOSFET (मॉवफेट) 

 

(b) Triode (ट्रार्ोि) 

 

(c) BJT (बी जे टी) 

 

(d) JEFT (जे ई एफ टी) 

 

ii. IGBT stands for____________. (IGBT का मतलब __________ है|) 

(a) Insulated gate bipolar transistor (नवद्यतु रोनित गेट निध्रवुी ट्रांनजवटर) 

(b) Independent gate bipolar transistor (ववतंत्र गेट निध्रवुी ट्रांनजवटर) 

(c) Insulated gate bipolar thermometer (इसंुलेटेि गेट बाइपोलर थमायमीटर) 

(d) None of these (इिमे से कोई िहीं) 

 

iii. A power transistor is a ____________. (एक पावर ट्रांनजवटर ___________ है|) 

(a) Three-layer, three junction device  

     (तीि परत, तीि जंक्शि निवाइस) 

(b) Three-layer, two junction device  

     (तीि परत, दो जंक्शि निवाइस) 

(c) Two-layer, one junction device  

     (दो परत, एक जंक्शि निवाइस) 

(d) Four-layer, three junction device   

    ( ार परत, तीि जंक्शि निवाइस) 

 

iv. Choose the correct statement (सही कथि  िुें) 

(a) MOSFET is a uncontrolled device  

     (MOSFET एक अनिरं्नत्रत उपकरण ह)ै 

(b) MOSFET is a voltage-controlled device  

     (MOSFET एक वोल्टेज निरं्नत्रत उपकरण ह)ै 

(c) MOSFET is a current controlled device  

     (MOSFET एक िारा निरं्नत्रत उपकरण ह)ै 

(d) MOSFET is a temperature-controlled device  

    (MOSFET एक तापमाि निरं्नत्रत उपकरण ह)ै 

 

v. An SCR is a ___________. (एक SCR __________ है|) 

(a) Four-layer, four junction device 

     ( ार परत,  ार जंक्शि निवाइस) 

(b) Four-layer, three junction device  

    ( ार परत, तीि जंक्शि निवाइस) 

(c) Four-layer, two junction device  

     ( ार परत, दो जंक्शि निवाइस) 

(d) Three-layer, single junction device 

     (तीि परत, एकल जंक्शि निवाइस) 

 

vi. A snubber circuit is used to _______. (विबर सनकय ट का उपर्ोग ______ नकर्ा जाता है|) 

(a) Limit the rate of rising in voltage across BJT (BJT में वोल्टेज बढ़ि ेकी दर को सीनमत करि ेके नलए) 

(b) Limit the rate of rising in voltage across SCR (एससीआर में वोल्टेज बढ़ि ेकी दर को सीनमत करि ेके नलए) 

(c) Limit the rate of rising in current across TRIAC (TRIAC में िारा बढ़ि ेकी दर को सीनमत करि ेके नलए) 

(d) Limit the rate of rising in current across BJT (BJT में िारा में वनृि की दर को सीनमत करि ेके नलए) 
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vii. In the forward blocking mode of a silicon-controlled rectifier, the SCR is____________. 

(नसनलकॉि निरं्नत्रत रेनक्टफार्र के फॉरविय ब्लॉनकंग मोि में, SCR _____ होता है|) 

(a) In on state  

     (ऑि अववथा में) 

(b) In natural state  

     (प्राकृनतक अववथा में) 

(c) Forward biased state  

     (फॉरविय बार्सि अववथा में) 

(d) In off state  

    (ऑफ अववथा में) 

 

viii. A single-phase symmetrical semi-converter employs  

(एक एकल- रण समनमत अिय-पररवतयक के ____ कार्यरत होता ह)ै 

(a) One SCR and one diode in diodes in each leg  

     (प्रत्र्ेक लेग में एक एससीआर और एक िार्ोि) 

(b) two SCRs and two diodes in each leg  

     (प्रत्र्ेक लेग में दो एससीआर और दो िार्ोि) 

(c) two SCRs in each leg  

     (प्रत्र्ेक लेग में दो एससीआर) 

(d) two diodes in each leg  

     (प्रत्र्ेक लेग में दो िार्ोि) 

 

ix. In a 3-phase full wave converter, if V is the maximum value of line voltage at the input, then each SCR is 

subjected to a peak negative voltage of 

(नत्रकला पणूय तरंग किवटयर में, र्नद V इिपटु पर लाइि वोल्टेज का अनिकतम माि ह,ै तो प्रत्र्ेक SCR को नशखर ऋणात्मक वोल्टेज के अिीि होगा|) 

(a) V (b) 3V (c) √3𝑉 (d) V/2 

 

x. The TRIAC is the same as (TRIAC _________ जैसा होता है|) 

(a) Two SCR connected in parallel  

      (दो एससीआर समािांतर में जडेु हुए) 

(b) Two SCR connected in antiparallel  

     (दो एससीआर प्रनतसमािांतर में जडेु हुए) 

(c) One SCR and one thyristor connected in parallel  

     (एक एससीआर और एक थाइररवटर समािांतर में जडेु हुए) 

(d) Two SCR connected in series  

    (दो एससीआर श्ृंखला में जडेु हुए) 

 

xi. A silicon-controlled rectifier is turned on if the anode current is greater than 

(र्नद एिोि िारा_________ से अनिक ह ैतो एक नसनलकॉि निरं्नत्रत रेनक्टफार्र  ाल ूनकर्ा जाता है|) 

(a) Trigger current  

      (नट्रगर िारा) 

(b) Anode current  

      (ऐिोि िारा) 

(c) Cathode current  

      (कैथोि िारा) 

(d) Holding current  

     (होनल्िंग िारा) 

 

xii. The anode current passing through a conducting silicon-controlled rectifier is 20 A. If its gate current is 

made half, what will be the anode current? 

(एक कंिनक्टंग नसनलकॉि-निरं्नत्रत रेनक्टफार्र से गुजरिे वाली एिोि िारा 20 ए ह।ै र्नद इसकी गेट िारा आिी कर दी जाए, तो एिोि िारा क्र्ा होगी?) 

(a) 10 A (b) 20 A (c) 5 A (d) 30 A 

 

xiii. A silicon-controlled rectifier in turned off mode when its turn off time is 

(एक नसनलकॉि निरं्नत्रत रेनक्टफार्र बंद मोि में होता ह ैजब उसका बंद होि ेका समर् _________ होता ह)ै 

(a) Greater than the circuit turn off time  

     (पररपथ बंद होि ेके समर् से भी बडा) 

(b) Less than the circuit turn off time  

     (पररपथ बंद होि ेके समर् से कम) 

(c) Equal to the circuit turn off time  

     (पररपथ बंद होि ेके समर् के बराबर) 

(d) None of these  

     (इिमे से कोई िहीं) 

 

xiv. A step-down chopper is also called as a (वटेप-िाउि  ॉपर को _________ भी कहा जाता है|) 

(a) First-quadrant chopper (प्रथम- तुथाांश  ॉपर) 

(b) Second-quadrant chopper (दसूरा- तुथाांश  ॉपर) 

(c) Third-quadrant chopper (ततृीर्- तुथाांश  ॉपर) 

(d) Fourth-quadrant chopper ( तुथय- तुथाांश  ॉपर) 

 

xv. A chopper is a _________. (एक  ॉपर______ है|) 

(a) Time ratio controller (समर् अिपुात निरं्त्रक) 

(b) AC to DC Converter (एसी से िीसी किवटयर) 

(c) DC transformer (िीसी पररणानमत्र) 

(d) High speed semiconductor switch (उच्  गनत अिय ालक नवव ) 
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xvi. A freewheeling diode is phase-controlled rectifiers which 

(फीव्हीनलंग िार्ोि एक  रण निरं्नत्रत रेनक्टफार्र ह ैजो __________) 

(a) Stops rectifier operations  

     (रेनक्टफार्र सं ालि बंद कर देता ह)ै 

(b) Improves line power factor  

     (लाइि पावर फैक्टर में सिुार करता ह)ै 

(c) Is the reason for additional harmonics 

     (अनतररक्त हामोनिक्स का कारण है) 

(d) Is the reason for the sudden breakdown  

     (अ ािक बे्रकिाउि का कारण है) 

 

xvii. The load voltage of a chopper can be controlled by varying the 

( ॉपर के लोि वोल्टेज को पररवतयिीर् करके निरं्नत्रत नकर्ा जा सकता ह)ै 

(a) Duty cycle  

     (ि्र्टूी साइनकल) 

(b) Firing angle  

   (फार्ररंग कोण) 

(c) Reactor position  

      (ररएक्टर नवथनत) 

(d) Extinction angle  

      (नवलनुि कोण) 

 

xviii. The output current wave of a single-phase full bridge inverter on RL load is 

(आर. एल भार पर एकल -कला फुल नब्रज इन्वटयर का आउटपटु िारा तरंग ह)ै 

(a) A sine wave  

     (एक साइि तरंग) 

(b) A square wave  

    (एक वगय तरंग का) 

(c) A triangular wave  

    (एक नत्रकोणीर् तरंग) 

(d) Constant dc  

      (नवथर िीसी) 

 

xix. Single-phase full bridge inverters require. (एकल- रण पणूय नब्रज इिवटयर में ____ की आवश्र्कता होती ह)ै 

(a) 4 SCRs and 2 diodes  

     (4 एससीआर और 2 िार्ोि) 

(b) 4 SCRs and 4 diodes  

     (4 एससीआर और 4) 

(c) 2 SCRs and 4 diodes  

     (2 एससीआर और 4) 

(d) 2 SCRs and 2 diodes  

     (2 एससीआर और 2 िार्ोि) 

 

xx. What is the maximum line voltage value in case of a three-phase VSI in 180° mode?  

(180° मोि में तीि- रण VSI के मामल ेमें अनिकतम लाइि वोल्टेज का माि क्र्ा ह?ै) 

(a) 2Vs (b) Vs (c) 3Vs (d) 2Vs/3 

 

Group (B) (ग्रुप -बी) 

Q.2 Draw I-V characteristics of power transistor. Show and discuss its different regions. 4 

 (पावर ट्रांनजवटर की I-V अनभलक्षण खीं े। इसके नवनभन्ि के्षत्रों को नदखाएँ और वणयि करें।)  

OR (अथर्व) 

 Explain in brief with neat sketch the operation of IGBT. 4 

 (आईजीबीटी के सं ालि को वपष्ट रेखान त्र के साथ संके्षप में व्र्ाख्र्ा करें।) 

 

 

Q.3 Explain the operation of snubber protection circuit with neat diagram. 4 

 (विबर प्रोटेक्शि पररपथ के सं ालि को वपष्ट न त्र के साथ व्र्ाख्र्ा करें।)   

OR (अथर्व) 

 Write down the Comparison between SCR and TRIAC. 4 

 (SCR और TRIAC के बी  तुलिा को नलखे|) 

 

 

Q.4 Differentiate between Natural and Forced commutation. 4 

 (प्राकृनतक और बलपवूयक कम्र्टेूशि के बी  अंतर वपष्ट करें।)  

OR (अथर्व) 

 State classification of Phase controlled rectifiers. 4 

 (कला निरं्नत्रत रेनक्टफार्र के वगीकरण का वणयि करे|) 

 

 

Q.5 Write the function of freewheeling diode. 4 

 (फीव्हीनलंग िार्ोि का कार्यनवनि को नलखे|)  

OR (अथर्व) 

 Explain in brief Step Up Chopper & stepdown choppers. 4 

 (वटेप अप  ॉपर और वटेपिाउि  ॉपर के बारे में संके्षप में व्र्ाख्र्ा करें।)  
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Q.6 Explain in brief operation of Basic Parallel Inverter Circuit. 4 

 (मौनलक समािांतर इन्वटयर पररपथ के सं ालि को संके्षप में व्र्ाख्र्ा करें।)  

OR (अथर्व) 

 Give the concept of firing angle and conduction angle with a neat waveform. 4 

 (ववच्छ तरंग रूप के साथ फार्ररंग कोण और  ालि कोण की अविारणा को नलखे|) 

 

 

Group (C) (ग्रुप - सी) 

Q.7 Describe with neat sketch the construction and working principle of MOSFET. 6 

 (MOSFET के बिावट और कार्य नसिांत का वपष्ट रेखान त्र सनहत वणयि करें|)  

OR (अथर्व) 

 Explain with neat sketch the V-I characteristics of IGBT and its applications. 6 

 (आईजीबीटी की V-I अनभलक्षणों और उसके अिपु्रर्ोगों को वपष्ट रेखान त्र के साथ व्र्ाख्र्ा करें|) 

 

 

Q.8 Draw construction of SCR using two transistor model. Explain its operation. 6 

 (दो ट्रांनजवटर मॉिल का उपर्ोग करके एससीआर का बिावट बिाएं। इसकी कार्यप्रणाली का वणयि करें।)  

OR (अथर्व) 

 Draw a neat labelling V-I characteristics of SCR and explain the region. 6 

 (एससीआर की वपष्ट लेबनलंग V-I अनभलक्षण खीं ें और के्षत्र की व्र्ाख्र्ा करें|) 

 

 

Q.9 Describe the operation of single-phase full wave bridge-controlled converter with RL load with a 

neat diagram. Also draw its waveform. 
6 

 (एक साफ न त्र के साथ आरएल लोि के साथ एकल कला पणूय तरंग नब्रज निरं्नत्रत किवटयर का सं ालि का वणयि करें। इसका तरंगरूप भी बिाइर्।े)  

OR (अथर्व) 

 Explain the operation of UJT relaxation oscillator circuit with diagram. 6 

 (र्जूेटी ररलैक्सेशि ऑनसलेटर सनकय ट के सं ालि को न त्र सनहत व्र्ाख्र्ा करें।) 

 

 

Q.10 Describe various commutation Methods for Choppers. 6 

 ( ॉपर के नलए नवनभन्ि कम्र्टेूशि नवनिर्ों का वणयि करें।)  

OR (अथर्व) 

 Explain the operation of Class B commutation with a circuit diagram and also Interpret it with 

waveforms. 
6 

 (क्लास बी कम्र्टेूशि के सं ालि को एक पररपथ आरेख के साथ व्र्ाख्र्ा करें एवं तरंगरूपों के साथ भी इसकी व्र्ाख्र्ा करें।) 

 

 

Q.11 Explain with a neat circuit diagram the operation of a series inverter. 6 

 (एक श्ृंखला इन्वटयर के सं ालि को एक साफ पररपथ आरेख के साथ व्र्ाख्र्ा करें।)  

OR (अथर्व) 

 Describe the principle of operation of cycloconverters. Also discuss its input-output waveforms. 6 

 (साइक्लोकन्वटयसय के सं ालि के नसिांत का वणयि करें। इसके इिपटु-आउटपटु तरंगरूपों का भी वणयि करें।) 

 

 

 

-------*****------- 


